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Die Simbol-X Mission

/ Franz. — ltal. Mission

s S  strt2014

ot — o L. Erstmaliger Formationsflug

inkelaufldsung: 20 (FWHM)
Gesichtsfeld: 12' @ 30 keV ?
Energieauflosung: 120 eV @ 6 keV Akkretionsphysik

Zeitaufldung: 128 ps Teilchenbeschleunigung
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Charakteristika von CCD's:

® Framezeit = Integrationszeit + Auslesezeit
Bsp. EPIC: t=68.7 ms + 4.6 ms
B Qut-of-time Events

B Diverse Varianten:
Frame Store CCDs y
Interline CCDs A

5
4 4

Window Modus: - : 0
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Auf Kosten von: Gesichtsfeld, raumliche Auflosung,
eff. Beobachtungszeit
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Feldeffekttransistor: MOSFET

n-Kanal
JFETs < > Verarmungstyp

p-Kanal

Verarmungstyp — selbstleitend

Anreicherungstyp — selbstsperrend

Typen: Verarmungstyp
n-Kanal Anreicherungstyp
MOSFETs <

p-Kanal

Funktionsweise:

SOURCE CATE DEAIN Yag Wep
Lsclierung _| )ﬂgﬁerﬁ Zone (ph
_ D
P«“f Ef" J Raumladungs- Pﬂ_ J :
- Zone G T
n 5

P P




pleted

amplifier
s + draj
7—:§ P* drain clear _——

P+ Source FET gate

n+ cleapr

deep p-well
Eep “-doping

RChal gate’

P+ back contqcr

B Verarmtes Substrat:
=> sensitives Volumen
B Potentialminirqum
=> internes Gate
B zusatzlichen
Clear-MOSFET
=> CLEAR-Prozess

-canal

leld Effect

ransistor

baclz=ide

=120
Daniel Maier - 12.10.2009




Daniel Maier - 12.10.2009



SWITCHER . SWITCHER
CHIP | Detector matrix CHIP 2

CAMEX — | ADC




"
SWITCHER SWITCHER
CHIP 1 CHIP 2

SOURCE

Y & X?ﬁ X?ﬁ

v

|
CAMEX — | ADC

Daniel Maier - 12.10.2009



SWITCHER SWITCHER
CHIP 1 i CHIP 2
'{x’f&“ 'ﬁ}“ 451}“ DRAIN
.{x,‘_%_., .ﬁ_%_o .ﬂ_%_o
.{}‘}_., .ﬁ}_o .ﬁ}_o

Y- Y Y

CAMEX — | ADC

Daniel Maier - 12.10.2009



SWITCHER SWITCHER
CHIP 1 CHIP 2
a{{}_‘, 4{{}_‘, 4514&_0
GATE
4{,:_%_., 4{{_%_0 4“}1_%_0
4{,:}_., 4{{}_‘, 4“3{}_0
Vv v
CAMEX - — | ADC

Daniel Maier - 12.10.2009

11
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SWITCHER SWITCHER
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SWITCHER _ SWITCHER
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und so welter...

mit 8000 Bildern pro Sekunde !
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" Elektronik um den DEPFET

® Hybrid:
-1 Matrix
I SWITCHER
- CAMEX

® Analog-digital-converter
ADC

® Event Pre-Processor EPP |
® |nterface Controller IC
® Sequencer SEQ
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"
Anordnung des Teststands

B radioaktive Quellen:
T Fe-55: K (5.9 keV)
T Am-241: (13.9 keV)

B Betriebstemperatur:
T =-45°C
B VVakuumkessel:
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Hochenergiedetektor:

B 1 or 2 mm dicker CdTe
Detektor -> Effizienz: 97% @ 80 keV

® Fnergieauflosung 1.2 keV FWHM @ 60 keV
B Zeitauflosung: 50 us

-1. e
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Quanteneffizienz von LED und HED (Simulation Chris Tenzer AIT)
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Zusammenfassung:

2) Simbol-X Mission im Formationsflug

3) DEPFET-Sensor: die neue Technologie

4) Notwendige Elektronik fur den Betrieb eines Detektors
)

5) Sandwitch-Konzept aus zwei Detektoren

Fine
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Simbol-X!

XMM-Newton?

Energiebereich

Energieauflosung (FWHM) @ 6 keV
Energieauflosung @ 60 keV
Empfindlichkeit (1 Ms, 30)
Winkelauflésung (FWHM)
effektive Flache @ 2 keV
Gesichtsfeld

Zeitauflosung

Missionsdauer

beobachtete Quellen (erwartet)

0.5-80 keV
120 eV
< 3%

1.4 uCrab @30 keV

200
1000 ¢m?

> 12" @ 30 keV

128 pus
3+ 2 Jahre
(1000 -+ 500)

0.1-15 keV
161 eV
ca. 0.1 uCrab
6
4000 cm?
30" @ 6 keV

73.3ms?
13 Jahre
200 000
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Energie | Intensitit | QE LED | (Int*QE) apsotue || (INt*QE) retativ
[keV] [7] |%%] |Yoa] |%%]
13.9 a7 22.0 83.6 83.6
26.3 2.3 j ey 4.0 4.0
39.2 0.13 10).0) 0.13 .13
42.7 00055 6.2 (.0034 (.0034
43.4 0.073 6.0 0.044 0.044
51.0 | 2.6.107° 4.3 1.1-107° i i
D0.6 0.018 3.7 0.0067 0.0067
59.5 30.9 33 11.85 11.85
64.8 151074 2.9 4.2.1073 42 .10
67.5 42 .10~ 2.8 i 1.2-104
(9.8 0.003 4 7.8.10¢ 7.8-104
75.8 59.10 2.4 1.4.101 1.4 - 107+

>.=099.67
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Ruckblick: Charge-Coupled Device
C CD q)z Steuerelektroden

Belichtung
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